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Featured Products

グラフィカルユーザーインターフェイス  

自動的に生成された説明

초소형 · 낮은 ON 저항

30V 내압 Nch MOSFET 

AW2K21

급속 충전 회로의 쌍방향 회로 보호에 최적

https://www.rohm.co.kr/
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Features

초소형 · 낮은 ON 저항 30V 내압 Nch MOSFET의 개요

AW2K21은 초소형 패키지와 초저 ON 저항을 동시에 실현한 30V 내압 Nch MOSFET입니다. 2개의 MOSFET 회로의 소스를

공통화한 공통 소스 회로를 통해, MOSFET 1개로 쌍방향 회로 보호가 가능합니다. 또한, 단자 접속 변경을 통해, 싱글

MOSFET로도 사용 가능한 제품입니다.

・일반싱글 MOSFET로도사용 가능

・2mm×2mm의 초소형사이즈로, 업계 최고*의 낮은 ON 저항 2mΩ 달성
동등한 GaN HEMT보다 우수한 성능으로, 기기의 소형화 및 저전력화에 기여

・공통소스 회로를통해, MOSFET 1개로쌍방향회로 보호 가능
MOSFET가 2개 필요했던 기존 전력 공급 회로에 비해 부품 면적을 대폭 삭감할 수 있어, USB 급속 충전 대응 기기에 최적

*2025년 4월 로옴 조사

싱글 MOSFET로도 업계 최고*의 낮은 ON 저항 2mΩ을 달성하여, 로드 스위치 등의 용도에서 소형화 및 저전력화에 기여

WLCSP2020
(2.0mm×2.0mm×0.55mm)
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초소형으로업계 최고*의 낮은 ON 저항 2mΩ 달성

로옴의 독자적인 구조로, ON 저항을 대폭 저감
기기의 소형화 및 저전력화에 기여

*2025년 4월 로옴 조사

동등 Dual GaN HEMT 
제품과의 ON 저항치 비교

O
N

 저
항

[
m
Ω

]

Dual GaN
HEMT 제품

로옴
AW2K21

약 50％

저감

4.0mΩ

2.0mΩ

Condition : VGS=5V

일반 Si-MOSFET 제품과의
ON 저항치 비교

일반품
Si-MOSFET

O
N

 저
항

[
m
Ω

]

Condition : VGS=5V

9.8mΩ*1

2.0mΩ

로옴
AW2K21

약 79％

저감

*1 : AW2K21과동등 면적에서의 계산치
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일반품
MOSFET

로옴
AW2K21

공통 소스 회로를 통해, MOSFET 1개로 쌍방향 회로 보호 가능

「AW2K21」1개로 전력 공급 시의 쌍방향 회로 보호가 가능하여,
부품 면적 대폭 삭감! 

전력 공급회로에서사용 시, 일반품 MOSFET와로옴제품 「AW2K21」의비교

RDD(on)

＝2.0mΩ*2

ON 저항

약 33％ 저감

(1.5mΩ*1×2)

RDD(on)

＝3.0mΩ

2
.0

m
m

2.0mm

3.3mm

3
.3

m
m

부품 면적

약 81％ 삭감

USB
Type-C

충전 제어 회로
+

Battery

공통
소스

드레인1 드레인2

게이트

1개로
OK

USB Controller IC

전력 공급 회로 예

USB
Type-C

충전 제어 회로
+

Battery

USB Controller IC

2개
필요

*1：VGS=4.5V、ID=20A、Ta=25℃
*2：VGS=5.0V、ID=20A、Ta=25℃
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일반 싱글 MOSFET로도 사용 가능

소형화및 저전력화가요구되는어플리케이션에폭넓게채용 가능

급속 충전 회로, 배터리보호 회로에최적

・쌍방향 보호용 MOSFET로 사용 ・싱글 MOSFET로 사용

로드 스위치용도에최적

■대응 어플리케이션예

단자설정을통해초소형및 초저 ON 저항 2ｍΩ의싱글 MOSFET로도사용 가능
MOSFET를사용하는다양한기기의소형화및 저전력화에기여

싱글 MOSFET로 사용하는 경우쌍방향 보호용으로 사용하는 경우

드레인 소스게이트

등가회로

드레인

게이트

소스

2mΩ

공통
소스

드레인 2

게이트

공통 소스

100Ω

2mΩ

등가회로

드레인 1 드레인 2

드레인 1 게이트
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초소형 · 낮은 ON 저항 30V 내압 Nch MOSFET 주요 특성

품명
극성
[ch]

구성
드레인-소스

전압
VDDS/VDSS[V]

게이트-소스
전압

VGSS[V]

드레인전류
ID[A]

허용손실
PD[W]

RDD(on)/

RDS(on)

[mΩ]
패키지
[mm]

VGS=5.0V

AW2K21 N
공통소스 /

싱글
30 −0.2 to +10 20 1.6 2.0

WLCSP2020

2.0×2.0×0.55

アイコンが含まれている画 

像

自動的に生成された説明

아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의 제품 소개 페이지로 이동합니다.    아이콘을 클릭하면 로옴 공식 Web 사이트의 제품 데이터 시트로 이동합니다.

https://www.rohm.co.kr/datasheet?p=aw2k21&dist=rohmdocument&media=pdf&source=rohm&campaign=67OP7393
https://www.rohm.co.kr/products/mosfets/small-signal/dual/aw2k21-product?utm_medium=pdf&utm_source=rohm&utm_campaign=67OP7393


Notice

◼ 본 자료의 기재 내용은 로옴 그룹 (이하, 「로옴」) 제품 소개를 목적으로 합니다. 로옴 제품 사용 시에는, 별도로
최신 데이터시트 또는 사양서를 반드시 확인하여 주십시오.

◼ 로옴은 본 자료에 기재된 정보에 오류가 없음을 보증하지 않습니다. 만일 본 자료에 기재된 정보의 오류로 인해 고객
또는 제3자에게 손해가 발생한 경우, 로옴은 일절 책임을 지지 않습니다.

◼ 본 자료에 기재된 응용 회로 예 등의 정보 및 관련 데이터는 어디까지나 일례를 나타낸 것으로, 이에 관련된 제3자의
지적재산권 및 기타 권리에 대해 권리 침해가 없음을 보증하는 것은 아닙니다.

◼ 로옴은 본 자료에 기재된 정보 및 관련 데이터에 대해 로옴 또는 제3자가 소유 또는 관리하고 있는 지적재산권 및
기타 권리의 실시, 사용 또는 이용을 명시적이나 묵시적으로 고객에게 허락하는 것은 아닙니다.

◼ 로옴 제품 및 본 자료에 기재된 기술을 수출 또는 국외에 제공하는 경우에는, 「외국 외환 및 외국 무역법」, 「미국
수출 관리 규정」 등 적용되는 수출 관련 법령을 준수하여 필요한 절차에 따라 실시하여 주십시오.

◼ 본 자료의 전부 또는 일부를 로옴의 문서에 의한 사전 승낙 없이 전재 또는 복사하는 행위는 금지합니다.

◼ 본 자료의 기재 내용은 2025년 4월 현재의 내용으로, 예고 없이 변경되는 경우가 있습니다.
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